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【背景・目的】 

薄膜太陽電池の新材料としてBaSi2に注目している。BaSi2は太陽電池に適した禁制帯幅Eg = 1.3 eVを持ち、

少数キャリア拡散長は Lh～10 µm、光吸収係数は 1.5 eVの光子エネルギーに対して α = 3×104 cm−1と、どち

らも薄膜太陽電池として十分大きい値を有する[1]。undoped BaSi2膜では、基板温度 Ts = 580 °Cのとき、Baと

Siの堆積レート比 RBa/RSiが 2.2で分光感度が最大となった[2]。また、Ts = 650 °Cに上昇させると RBa/RSi = 1.2

で分光感度は最大となり、Ts = 580 °Cの約 3倍となった[3]。これは Tsを上昇させることで BaSi2膜中の Si微

結晶の形成が抑制され、BaSi2中で最も形成しやすい Si空孔[4]を埋めたことが原因であると考えられている。

さらに、真空蒸着法で成長したBaSi2に真空中でアニール温度T = 1000 °C、アニール時間 ta = 5 minの条件

でポストアニールを施すとキャリア寿命は As-grownの 2倍になったことが報告されている[5]。そこで本研究で

は、ポストアニールの条件を変えることで、光学特性を向上させることを目的とした。 

【実験方法】 

Cz-n+-Si(111)基板（ρ < 0.01 Ωcm）上に Ts = 650 °C、RBa/RSi = 1.2でエピタキシャル成長した undoped BaSi2

膜(480 nm)を RTA装置により Ar雰囲気中で加熱した。まず 200 °Cで 30分間のプレアニールにより BaSi2

中の水分を蒸発させた。その後、ta = 5 min、T = 850, 900, 950, 1000 °Cに変調させてポストアニールを行っ

た。本研究では、ポストアニール前後での分光感度特性の変化を評価した。また、ホール測定により電気特

性を評価し、キャリア密度を算出した。加えて、θ-2θ XRD とラマン分光法を用いて結晶性の評価を行った。 

【結果・考察】 

Fig. 1にAs-grownと T = 850 – 1000 °Cに変調してポストアニールを施した試料における分光感度スペクトルを

示す。全ての試料において、ポストアニール後に分光感度が向上した。T = 1000 °Cでは、As-grownの約 6倍

の分光感度を達成した。Fig. 2にキャリア密度の T 依存性を示す。全ての試料においてp型を示した。アニー

ル温度の上昇に伴い、ホール密度は小さくなった。これは、キャリア密度が小さくなると光生成したキャリアとの

再結合が減少し、少数キャリア寿命が向上したことで、分光感度が大きくなったと考えられる。また、高温でア

ニールを行うと Siが拡散し、Si空孔が減少するため分光感度が向上したと考えられる。 
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